1 Haufig verwendete Variablen

Variable Beschreibung [typ. Werte fiir Si in eckigen Klammern|
E, Energie des hochsten Zustandes im Valenzband
E. Energie des niedrigsten Zustandes im Leitungsband
E, Bandliicke Ey = E. — E, [1.124eV]
E; Fermi Energie (im undotierten Halbleiter ungefahr in der Mitte der Bandliicke)
E; Fermi Energie im undotierten (=intrinsischen) Halbleiter
no Anzahldichte (in em™3) der e~ im Leitungsband im thermischen Gleichgewicht
n Anzahldichte (in em™3) der e~ im Leitungsband (= ng im therm. Gleichg.)
An Differenz von n zum Gleichgewichtswert: An =n — ng
n; Intrinsische Konzentration im thermischen Gleichgewicht: ngpg = nf
Relation gilt auch bei Dotierung solange therm. Gleichgew. [1.1 x 10'%em 3]
Do Anzahldichte (in em™3) der Locher im Valenzband im thermischen Gleichgewicht
D Anzahldichte (in em™3) der Locher im Valenzband (= py im therm. Gleichg.)
Ap Differenz von p zum Gleichgewichtswert: Ap = p — pg
N¢ Effektive Zustandsdichte (in em™3) der e~ im Leitungsband [2.9 x 10*cm ™3]
Ny Effektive Zustandsdichte (in em™2) der Locher im Valenzband [3.1 x 101%¢m 3]
Np Anzahldichte (in em™3) der Donatoren Fremdatome [101°...10%0cm =3
Ny Anzahldichte (in em~3) der Akzeptoren Fremdatome [10%...10%%cm 3]



